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1. Za nelinearni GYRSRO� LPDPR�SRGDQR� DQDOLWLþQR� ]YH]R�� 2ubuai ⋅+⋅= ��'RORþLWH� GLIHUHQFLDOQR

XSRUQRVW�SUL�SULNOMXþHQL�PLURYQL�QDSHWRVWL�U = 1 V.
a= 1 A/V
b= 5 A/V2

2. Pri T = 300 K izmerimo spojno kapacitivnost silicijeve p+n diode pri dveh reverznih napetostih:
CT(UR1 = 1 V)= 7.0 pF in CT(UR1 = 2 V)= 5.8 S)��=DSLãLWH�DQDOLWLþQL�L]UD]�]D�CT(UR��WHU�GRORþLWH

spojno NDSDFLWLYQRVW�SUL�NUDWNHP�VWLNX�LQ�SRWHQþQL�IDNWRU�n��þH�LPD�GLRGD�VWRSQLþDVWL�pn spoj z
NA = 1018 cm-3 v p-plasti in ND = 1014 cm-3 v n-plasti.

3. =D�QDULVDQR�YH]MH�GRORþLWH�EUHPHQVNR�XSRUQRVW�RC tako, da bo pri mirovnem baznem toku IB=30 µA
mirovna izhodna napetost UCE ��9��9ULãLWH�GHORYQR�SUHPLFR� ]�PLURYQR� GHORYQR� WRþNR� Y� SULORåHQR

izhodno karakteristiko bipolarnega tranzistorja in vpišite vrednosti baznih tokov za posamezne
krivulje. (αF= 0.99, UCC=5 V).

1. =D�026)(7�]�YJUDMHQLP�S�NDQDORP�QDULãLWH�HOHNWULþQL�VLPERO��SUHUH]�VWUXNWXUH�LQ�QDþHOQL�SRWHN
GUXåLQH�NULYXOM�Y�L]KRGQL�NDUDNWHULVWLNL�iD(uDS, uGS). Narišite tudi potek energijskih nivojev preko
polprevodnika
a) ]D�UD]PHUH�EUH]�SULNOMXþHQLK�QDSHWRVWL�LQ
b) za razmere siromašenja kanala.

Ime in Priimek:________________
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